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I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichttich der Bestandteile der intemationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt aufeine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten Im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind Ihm nicht beigefugt, well sie kerne Anderungen enthalten (Regein 70. 16 and 70. 17)): 

Beschreibung, Seiten 

1 -22 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1-15 eingegangen am 1 8.1 1 .2004 mlt Schreiben vom 1 2.1 1 .2004 
Zelchnungen, Blatter 

1/6-6/6 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behdrde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nlchts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behdrde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der intemationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Verdffentlichungssprache der intemationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der intemationalen vorlaufigen PrQfung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der intemationalen Anmeldung offenbarten Nucieotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
Internationale vorlSufige PrOfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefQhrt worden, das: 

□ in der intemationalen Anmeldung In schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der intemationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ be! der Behdrde nachtrSglich in schriftlicher Fomi eingereicht worden ist. 

□ bei der Behdrde nachtragltch in computerlesbarer Form eingereicht worden ist 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht (iber den 
Offenbarungsgehalt der intemationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ AnsprOche, Nr.: 

□ Zelchnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Andemngen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regal 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufQgen.) 

6. Etwaige zusdtzllche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuhelt(N) Ja: Anspruche 1-16 

Nein: Anspruche 

Erfinderische TStigkeit (IS) Ja: AnsprQche 

Nein: Anspruche 1-15 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: AnsprQche: 1-15 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Belblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststeilung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser 
Feststeilung 



1 .) Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 2000, Nr. 14. 5. Marz 2001 
& JP 2000 312006 A (SEIKO EPSON CORP), 7. November 2000 
& US-B1-6 569 717 (MURADE MASAO), 27. Mai 2003 
D2: US-A-4 753 896 (MATLOUBIAN MISHEL) 28. Jun1 1988 
D3: US-A-5 998 807 (FRANOSCH MARTIN ET AL) 7. Dezember 1999 



2.) Die folgenden Dokumente wurden im internationalen Recherchenberlcht nicht 
angegeben. Eine Kopie der Dokumente liegt bei: 

D4: US-B1 -6 462 364 (HORIUCHI) 8. Oktober 2002 

D5: US-B1-6 462 723 (YAMAZAKI ET AL) 8. Oktober 2002 



3.) Die vorliegende Anmeldung erfulit nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) POT, 
well der Gegenstand der unabhSngigen Anspruche 1 und 11 Im Sinne von Artikel 
33(3) PCX nicht erfinderisch ist. 

3.1. Das Dokument D1 (Die Verweise beziehen sich auf US-B1-6 569 717) wird als 
naclistliegender Stand der Technik gegenuber dem Gegenstand der Anspruche 1 und 1 1 
angesehen. Es offenbart: 

- Substrat aus Isolierschlcht/lsoiierbereich und l-ialbleiterschicht (D1: Fig. 2(a), Bez. 12 und 
1); 

- Strukturieren der Haibleiterschicht zur Ausbildung eines isolierbereichsnahen 
Kondensator-Elektrodenbereichs/schlcht und eines aktiven Transistorberelchs in einer 
Ebene parallel zur Ebene, in der die Isolierschicht angeordnet ist (D1: Fig. 2(b), Bez. la 
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und 1f; Fig. 2© und 2(d); Spalte 10, Zellen 62 - 65); 

- dielektrische Schlcht/Bereich (D1 : Fig. 2(b), Bez. 2; Spalte 1 0, Zeile 66 - Spalte 1 1 , Zeile 
1); 

- Erzeugen eines isolierbereichsfemen Elektrodenbereichs/schicht (D1: Fig. 2(c), Bez. 3b; 
Spalte 1 1 , Zellen 42 - 47); 

- Kondensator und aktlves Bauelement, die zusammen eine Speicherzelle bilden (D1 : 
Spalte 9, Zeile 61 - Spalte 10, Zeile 7); 

3.2. Der Gegenstand der Anspriiche 1 und 1 1 unterscheidet sich dalier von dem aus D1 
bekannten Verfahren / der aus D1 bekannten Anordnung dadurch, daB 

- mindestens ein Prozessor in der integrierten Schaltungsanordnung enthalten ist. 

3.3. Die nnit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, zusatzlich zu der aus D1 bekannten Speicherzelle weitere Bauelemente zu 
integrieren. 

3.4. Die in den Anspruchen 1 und 1 1 der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagene 
Losung, namlich die Anbringung eines Prozessors, kann aus folgenden Grunden nicht als 
erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT): 

Bei der Integration eines zusatzliclien Bauelennents In eine bekannte Schaltung handelt 
es sich um eine naheliegende Moglichkeit, aus der der Fachmann ohne erfinderisches 
Zutun den Unnstanden entsprechend auswahlen wurde, unn eine entsprechende Schaltung, 
bei der dieses Bauelement erforderlich ist, zu realisieren. 

Es ist bekannt, daB bei DRAM Schaitungen auch Prozessoren Einsatz finden. Es ist femer 
bekannt, daB diese Prozessoren mit DRAM Speicherzellen integrlert werden. 

Zum Beispiel beschreibt das Dokunnent D4 explizit die Integration von DRAM 
Speicherzellen und Prozessoren in SOI-Technik (siehe D4; Figuren 37 - 42; Spalte 33, 
Zeilen 4 - 62; Spalte 34, Zeile 60 - Spalte 35, Zeile 40). Weiter beschreibt zum Beispiel das 
Dokument D5 explizit die Integration einer Speicherzelle mit Prozessoren (siehe D5: Fig. 
31 und 32; Spalte 34, Zeile 63 - Spalte 35, Zeile 12). Wenn der Fachmann eine Integration 
von Prozessoren bei einem Verfahren / einer Anordnung gemaB dem Dokument D1 
erreichen will, ist es Ihm ohne weiteres moglich, die bereits bekannte Moglichkeit (siehe 
zum Beispiel die Dokumente D4 und D5) der Integration von Speicherzellen und 
Prozessoren mit entsprechender Wirkung auch beim Gegenstand von D1 anzuwenden. 
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Auf diese Weise wiirde er ohne erfinderisches Zutun zu einem Verfahren / einer 
Anordnung gemaB den Anspriichen 1 und 1 1 gelangen. 

Der Gegenstand der unabhangigen Anspruche 1 und 11 ist daher nicht erfinderisch 
(Aitikel 33(3) PCT). 



4.) Die abhangigen Anspruche 2-10 und 12-15 enthalten keine Merkmale, die in 
Kombination mit den lUIerkmalen irgendeines Anspruche, auf den sie sich beziehen, 
die Erfordernisse des PCT in bezug auf erfinderische Tatigkeit erf uilen. 

4.1. Der Gegenstand der abhangigen Vorrichtungsanspruche 2 - 10 ist bereits aus D1 
bekannt (siehe D1: Fig. 2(f), Bez. 1g und 81; Spalte 1, Zeile 59). Der Gegenstand der 
Vorrichtungsanspruche 2 - 10 ist daher nicht erfinderisch (Artikei 33(3) PCT). 

4.2. Der Gegenstand der abhangigen Verfahrensanspruche 13 und 15 ist bereits aus D1 
bekannt (siehie D1: Fig. 2(e), Bez. 1b und 1c; Fig. 2(li), Bez. 80a und 80b; Spalte 13, 
Zellen 15-17). Der Gegenstand der Verfahrensanspruche 13 und 15 ist daher nicht 
neu (Artikei 33(3) PCT). 

4.3. Die In Dokument D1 nicht envahnten Merkmale der abhangigen Verfahrensanspruche 
12 und 14, namllch das Aufbringen einer Hllfsschlcht vor dem Strukturleren, sowie das 
Durchfuhren einer selektlven Epitaxie, sind im Stand der Technik wohl bekannte, 
standardubliche Verfahrensweisen, die der Fachmann ohne erfinderisches Zutun auch bei 
dem Dokument D1 mit entsprechender Wirkung anwenden wiirde. Zum Beispiel Ist das 
Aufbringen einer Hllfsschicht bereits aus dem Dokument D2 bekannt (siehe D2: Fig. la, 
Bez. 16, 18 und 20; Spalte 5, Zellen 45 - 65); und das Durchfuhren einer selektiven 
Epitaxie Ist bereits aus dem Dokument D3 bekannt (siehe D3: Fig. 8, Bez. 23 und 24; 
Spalte 6, Zellen 7 - 42). Der Gegenstand der Verfahrensanspruche 12 und 14 ist daher 
nicht erfinderisch (Artikei 33(3) PCT). 



5.) Aiie Anspruche 1-15 erfullen die Erfordernisse des Artikels 33(4) PCT 
hinsichtllch Industrieller Anwendbarkelt 
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Patentansprilche 

1. Integrierte Schaltungsanordnung (140), 

mit einem elektrisch isolierenden Isolierbereich, 
5 und mit inindestens einer einen Kondensator (144) bildenden 
Bereichsfolge, die in der angegebenen Reihenfolge enthait; 
einen isolierbereichsnahen Elektrodenbereich (34), 
einen dielektrischen Bereich (46), und 
einen isolierbereichsf ernen Elektrodenbereich (56), 
10 wobei der Isolierbereich Bestandteil einer in einer Ebene an- 
geordneten Isolierschicht (14) ist, 

wobei der Kondensator (14 4) und mindestens ein aktives Bau- 
element (142) der integrierten Schaltungsanordnung (140) auf 
der gleichen Seite der Isolierschicht (14) angeordnet sind, 
15 wobei der isolierbereichsnahe Elektrodenbereich (34) und der 
aktive Bereich (84) des Bauelementes (142) in einer Ebene an- 
geordnet sind, die parallel zu der Ebene liegt, in der die 
Isolierschicht (14) angeordnet ist, 

und wobei der Kondensator (154) und das aktive Bauelement 
20 (152) eine Speicherzelle (150) bilden, 

gekennzeichnet durch, mindestens einen in der 
integrierten Schaltungsanordnung enthaltenen Prozessor. 

2. Schaltungsanordnung (140) nach Anspruch 1, gekenn- 

25 zeichnet durch mindestens einen Feldef fekttransis- 
tor (142), dessen Kanalbereich (84) der aktive Bereich ist, 
wobei der Kanalbereich (84) vorzugsweise dotiert oder undo- 
tiert ist, 

und/oder dessen Steuerelektrode (54) das gleiche Material 
30 und/oder Material der gleichen Dotierstof f konzentration wie 
der isolierbereichsferne Elektrodenbereich (56) enthalt. 
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und/oder dessen Steuerelektrodenisolationsbereich (42) das 
gleiche Material und/oder ein Material mit der gleichen Dicke 
wie der dielektrische Bereich (4 6) enthSlt, 
und/oder dessen der Steuerelektrodenisolationsbereich (.42) 
5 ein anderes Material und/oder ein Material mit einer anderen 
Dicke als der dielektrische Bereich (46) enthalt. 

3. Schaltungsanordnung (140) nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Feldef f ekttransistor (122) 

10 ein planarer Feldef f ekttransistor ist, 

und/oder dass der Transistor Hilf sanschlussgebiete (58, 59) 
enthait, die eine Dotierung mit dem gleichem Leitungstyp wie 
die Anschlussgebiete (80, 82) jedoch mit einer um mindestens 
eine GroBenordnung kleineren Dotierstof f konzentration haben, 

15 und/oder dass der Transistor Hilf sdotiergebiete enthalt, die 
nahe der Anschlussgebiete (80, 82) und/oder nahe der Hilf san- . 
schlussgebiete (58, 59) angeordnet sind und die eine Dotie- 
rung mit einem anderen Leitungstyp als die Anschlussgebiete 
(80, 82) und/oder als die Hilf sanschlussgebiete (58, 59) ha- 

20 ben, 

und/oder dass die Steuerelektrode (54) an einen eine Metall- 
halbleiterverbindung enthaltenden Bereich angrenzt, insbeson- 
dere an einen Silizidbereich (92) . 



25 4. Schaltungsanordnung (140) nach Anspruch 2 oder 3, da- 
durch gekennzeichnet, dass ein Anschlussbereich 
(80, 82) des Transistors (142) oder beide Anschlussbereiche 
(80, 82) des Transistors (142) an die Isolierschicht (14) 
grenzen, 

30 und/oder dass mindestens ein Anschlussbereich (80, 82) an ei- 
nen eine Metallhalbleiterverbindung enthaltenden Bereich an- 
grenzt, vorzugsweise an einen Silizidbereiche (90^ 96), 




und/oder dass eine isolierbereichsferne GrenzflSche mindes- 
tens eines Anschlussbereiches (80, 82) von der Isolierschicht 
(14) weiter entfernt ist als der aktive Bereich (84) oder 
dass eine isolierbereichsferne Grenzflache mindestens eines 
5 Anschlussbereiches (80, 82) naher an der Isolierschicht (14) 
angeordnet ist als eine isolierbereichsferne Grenzflache des 
aktiven Bereiches (84) . 



5. Schaltungsanordnung (140) nach einem der Ansprtiche 2 bis. 

10 4, dadurch gekennzeichnet, dass beidseitig 
der Steuerelektrode (54) Abstandshalter (60, 62) angeordnet 
sind, die ein anderes Material enthalten als die Steuerelekt- 
rode (54), vorzugsweise Siliziumdioxid oder Siliziumnitrid, 
Oder die aus einem anderen Material bestehen als die Steuer- 

15 elektrode (54), vorzugsweise aus Siliziumdioxid oder aus Si- 
liziumnitrid, 

und/oder dass an mindestens einer Seite des isolierbereichs- 
fernen Elektrodenbereiches (56) ein Abstandshalter (64, 66) 
angeordnet ist, der ein anderes Material enthait als der iso- 
20 lierbereichsferne Elektrodenbereich (56), vorzugsweise Sili- 
ziumdioxid Oder Siliziumnitrid, oder der aus einem anderen 
Material besteht als der isolierbereichsferne Elektrodenbe- 
reich (56), vorzugsweise aus Siliziumdioxid oder aus Silizi- 
umnitrid, 

25 und/oder dass sich ein an der Steuerelektrode (54) angeordne- 
ter Abstandshalter (62a) und ein an dem isolierbereichsf ernen 
Elektrodenbereich (56) angeordneter Abstandshalter (64a) be- 
rtlhren . 



30 6. Schaltungsanordnung (140) nach einem der Ansprtiche 2 bis 
5, dadurch gekennzeichnet, dass ein An- 
schlussbereich (82) des Feldef fekttransistors (142) und der 
isolierbereichsnahe Elektrodenbereich (34) des Kondensators 
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(144) aneinander grenzen und eine elektrisch leitfahige Ver- 
bindung an der Grenze haben, 

und/oder das der an den isolierbereichsnahen Elektrodenbe- 
reich (34) angrenzende Anschlussbereich (59a) des Transistors 
5 (152) nicht an einen eine Metallhalbleiterverbindung enthal- 
tenden Bereich angrenzt^ insbesondere an keinen Silizidbe- 
reich^ 

und/oder dass der andere Anschlussbereich (80a) an einen eine 
Metallhalbleiterverbindung enthaltenden Bereich* {70a) an- 
10 grenzt* 

1 . Schaltungsanordnung (14 0) nach Anspruch S, dadurch 
gekennzeichnet , dass die an den Anschlussbereich. 
(82) angrenzende Seite des isolierbereichsnahen Elektrodenbe- 
15 reiches (34) linger ist als eine quer zu dieser Seite liegen- 
de Seite des isolierbereichsnahen Elektrodenbereiches (34), 
vorzugsweise mindestens doppelt so lang oder mindestens fUnf 
mal so lang, 

wobei der Transistor (142) vorzugsweise eine Transistorweite 
20 (Wl) hat, die ein mehrf aches der minimalen Strukturbreite (F) 
betragt, vorzugsweise mehr als das Dreifache oder mehr als 
das FUnffache, 

Oder dass eine quer zu der an den Anschlussbereich (82) an- 
grenzende Seite des isolierbereichsnahen Elektrodenbereiches 
25 (34) liegende Seite des isolierbereichsnahen Elektrodenberei- 
ches (34) langer als die an den Anschlussbereich (82) angren- 
zende Seite ist, vorzugsweise mindestens doppelt so lang oder 
mindestens funf mal so lang, 

wobei der Transistor (152) vorzugsweise eine Transistorweite 
30 {W2) hat, die kleiner als das Dreifache der minimalen .Struk- 
turbreite (F) ist, vorzugsweise kleiner als das Doppelte der 
minimalen Strukturbreite (F) . 
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8. Schaltungsanordnung (140) nach einem der vorhergehenden 
AnsprUche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
isolierbereichsnahe Elektrodenbereich (34) ein einkristalli- 
ner Bereich ist, vorzugsweise ein dotierter Halbleiterbe- 
5 reich, 

und/oder dass der isolierbereichsnahe Elektrodenbereich (34) 
und/oder der aktive Bereich (84) eine Dicke kleiner als ein- 
hundert Nanometer oder kleiner als ftinfzig Nanometer hat^ 
und/oder dass der aktive Bereich (84) ein einkristalliner Be- 
10 reich ist, vorzugsweise ein Halbleiterbereich der dotiert o- 
der undotiert ist, 

und/oder dass die Isolierschicht (14) an einer Seite an ein 
TrSgersubstrat (12) angrenzt, vorzugsweise an ein TrSgersub- 
strat/ das ein Halbleitermaterial enthait Oder aus einem 
15 Halbleitermaterial besteht^ insbesondere aus Silizium oder 
aus einkristallinem Silizium, 

und/oder dass die Isolierschicht (14) an der anderen Seite an 
den isolierbereichsnahen Elektrodenbereich (34) angrenzt, 
und/oder dass die GrenzflSchen vorzugsweise vollstSLndig in 

20 zwei zueinander parallelen Ebenen liegen, 

und/oder dass die Isolierschicht (14) ein elektrisch isolie- 
rendes Material enthalt, vorzugsweise ein Oxid, insbesondere 
Siliziumdioxid, oder aus einem elektrisch isolierenden Mate- 
rial besteht, vorzugsweise aus einem Oxid, insbesondere aus 

25 Siliziumdioxid/ 

und/oder dass das aktive Bauelement (142) ein Transistor ist, 
vorzugsweise ein Feldef f ekttransistor, insbesondere ein pla- 
narer Feldef f ekttransistor • 

30 9- Schaltungsanordnung (140) nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
dielektrische Bereich (46) Siliziumdioxid enthait oder aus 
Siliziumdioxid besteht. 
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und/oder dass der dielektrische Bereich (4 6) aus einem Mate- 
rial mit einer Dielektrizitatskonstante groBer als vier Oder 
gr5fier als zehn oder grolier als fiinfzig besteht, 
und/oder dass der isolierbereichsf erne Elektrodenbereich (56) 
Silizium enthalt, vorzugsweise polykristallines Silizium, o- 
der aus Silizium besteht, vorzugsweise aus polykristallinem 
Silizium, 

und/oder dass der isolierbereichsf erne Elektrodenbereich (56) 
ein Metall enthalt Oder aus einem Me tall besteht, 
und/oder dass der isolierbereichsf erne Elektrodenbereich (56) 
ein niederohmiges Material enthSlt, vorzugsweise Titannitrid,. 
Tantalnitrid, Rubidium oder hochdotiertes Siliziiimgermanium, 
und/oder dass der isolierbereichsf erne Elektrodenbereich (56) 
an einen Metallhalbleiterverbindungen enthaltenden Bereich 
angrenzt, insbesondere an einen Silizidbereich (96). 

10. Schaltungsanordnung (140) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Prozessor ein Mikroprozessor ist, 

und/oder das der Kondensator (154) und das aktive Bauelement 
(152) eine Speicherzelle (150) in einer dynamischen RAM- 
Speichereinheit bilden, 

und/oder dass eine Speicherzelle entweder einen Kondensator 
(152) und nur einen Transistor (152) oder einen Kondensator 
(Cs) und mehr als einen Transistor (Ml bis M3) enthalt, vor- 
zugsweise drei Transistoren (Ml bis M3) • 

11. Verfahren zum Herstellen einer integrierten Schaltungsan- 
ordnung (140) mit Kondensator (144) in einer Schaltungsanord- 
nung (140) nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 

bei dem ohne Beschrankung durch die angegebene Reihenfolge 
die folgenden Verf ahrensschritte ausgefiihrt werden: 
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Bereitstellen eines Substrats (10), das eine Isolierschicht 
(14) aus elektrisch isolierendem Material und eine Halblei- 
terschicht (16) enthalt, 

Strukturieren der Halbleiterschicht (16) zur Ausbildung min- 
5 destens eines Elektrodenbereiches (34) ftir einen Kondensator 
und zur Ausbildung mindestens eines aktiven Bereiches (84) 
fur einen Transistor (142), 

nach dem Strukturieren der Halbleiterschicht (16) Erzeugen 
mindestens einer dielektrischen Schicht (42, 46) , 
10 nach dem Erzeugen der dielektrischen Schicht (42, 4 6) Erzeu- 
gen einer Elektrodenschicht (41), 

Ausbilden einer isolierbereichsf ernen Elektrode (56) des Kon- 
densators (144) in der Elektrodenschicht (41). 

15 12. Verfahren nach Anspruch 11, gekennzeichnet 
d u r c h die Schritte: 

Aufbringen mindestens einer Hilfsschicht (18, 20) auf die 
Halbleiterschicht (16) vor dem Strukturieren, vorzugsweise 
einer Siliziumnitridschicht (20) und/oder einer Oxidschicht 

20 (18), wobei die Hilfsschicht (20) vorzugsweise als Hartmaske 
beim Strukturieren der Halbleiterschicht (16) dient, 
und/oder Dotieren eines Kanalbereiches (84) des Transistors 
(142) , vorzugsweise vor dem Erzeugen der dielektrischen 
Schicht (42, 46) , - 

25 Durchfuhren einer thermischen Oxidation zur Bildung eines 
Verrundungsoxides (26, 28), vorzugsweise vor dem Ausbilden 
der Elektrodenschicht (41), 

und/oder Dotieren der isolierbereichsnahen Elektrode (34), 
vorzugsweise vor dem Erzeugen der dielelektrischen Schicht 
30 (42, 44, 46), 

und/oder Erzeugen der dielektrischen Schicht (42, 46) gleich- 
zeitig mit einer dielektrischen Schicht am aktiven Bereich 
(84) des Transistors (122), 
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und/oder Ausbilden einer Steuerelektrode (54) des Transistors 
(142) gleichzeitig mit dem Ausbilden des isolierbereichsf er- 
nen Elektrodenbereiches (56) . 

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12^ gekennzeich- 
net durch die Schritte: 

Ausbilden von Hilf sanschlussbereichen (58, 59) mit einer 
kleineren Dotierstof f konzentration als Anschlussbereiche (80, 
82) des Transistors (142)^ vorzugsweise nach dem Strukturie- 
ren einer Steuerelektrode (54) des Transistors (142), 
und/oder Ausbilden von Hilf sdotiergebieten, vorzugsweise vor 
der Strukturierung der Steuerelektrode (54), 

Aufbringen einer weiteren Hilfsschicht (60 bis 66) nach dem 
Strukturieren einer Steuerelektrode (54) des Transistors 
(142), vorzugsweise einer Siliziumnitridschicht oder einer 
Siliziumdioxidschicht, insbesondere einer TEOS-Schicht, 
und/oder anisot ropes Atzen der weiteren Hilfsschicht (60 bis 
66) . 

14. Verfahren nach einem der AnsprUche 11 bis 13, g e - 
kennzeichnet durch die Schritte: 
DurchfUhren einer selektiven Epitaxie auf f reiliegenden Be- 
reichen aus Halbleitermaterial (16) nach dem Ausbilden des 
isolierbereichsfernen Elektrodenbereiches (56) und/oder nach 
dem Strukturieren einer Steuerelektrode (54) des Transistors 
(142), 

und/oder Dotieren von Anschlussbereichen (70, 72) des Tran- 
sistors (122) nach dem Ausbilden des isolierbereichsfernen 
Elektrodenbereiches (56) und/oder nach dem Strukturieren der 
Steuerelektrode (54) und vorzugsweise nach der Epitaxie. 



15. Verfahren nach einem der Ansprtiche 11 bis 14, g e - 
kennzeichnet durch* den Schritt: 
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und/oder selektive Bildung einer Metallhalbleiterverbindung^ 
insbesondere selektive Silizidbildung, auf der Elektroden- 
schicht (54) und/oder auf f reiliegenden Halbleiterbereichen 
(16). 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability 
citations and explanations supporting such statement 



Statement 
Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (lA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-15 



1-15 



1-15 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations > 

1. Reference Is made to the following documents: 

Dl: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 2 000, 

no. 14, 5 March 2001 & JP 2000 312006 A 
(SEIKO EPSON CORP) 7 November 2000 & 
US-Bl-6 569 717 (MURADE MASAO) 27 May 2003 

D2: US-A-4 753 896 (MATLOUBIAN MISHEL) 
28 June 1988 

D3: US-A-5 998 807 (FRANOSCH MARTIN ET AL) 
7 December 1999. 



2. The following documents were not cited In the 

International search report. A copy of each Is 
appended • 

D4: US-Bl-6 462 364 (HORIUCHI) 

8 October 2002 
D5: US-Bl-6 462 723 (YAMAZAKI ET AL) 

8 October 2002. 



3. The present application falls to meet the 

requirements of PCT Article 33 (1) because the 
subject matter of Independent claims 1 and 11 Is 
not Inventive (PCT Article 33(3)). 
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3.1 Document Dl (the references relate to 
US-Bl-6 569 717) is considered to be the prior 
art closest to the subject matter of claims 1 
and 11. Said document discloses: 

- a substrate comprising an insulating layer or 
insulating region and a semiconductor layer (Dl: 
figure 2(a), reference signs 12 and 1) 

- the configuration of said semiconductor layer for 
a capacitor-electrode region or layer to be 
formed near the insulating region and an active 
transistor region to be formed in a plane 
parallel with the plane of the insulating layer 
(Dl: figure 2(b), reference signs la and If; 
figures 2(c) and 2(d); column 10, lines 62-65); 

- a dielectric layer or region (Dl: figure 2(b), 
reference sign 2; column 10, line 66 to 
column 11, line 1) ; 

- the production of an electrode region or layer 
at a distance from the insulating region (Dl, 
figure 2(c), reference sign 3b; column 11, 
lines 42-47) ; 

- a capacitor and an active component which, in 
combination, form a memory cell (Dl, column 9, 
line 61 to column 10, line 7) . 

3.2 Therefore, the subject matter of claims 1 and 11, 
respectively, differs from the method and the 
arrangement known from Dl in that: 

- the integrated circuit arrangement contains at 
least one processor. 

^ 
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3.3 The problem addressed by the present invention ca 
thus be regarded as that of the integration of 
further components in addition to the memory cell 
known from Dl. 



3.4 For the following reasons, the solution proposed in 
claims 1 and 11 of the present application, namely 
the addition of a processor, cannot be considered 
inventive (PCT Article 33(3)) : 

The integration of an additional component into a 
known circuit is an obvious possibility that a 
person skilled in the art would choose according to • 
the circumstances, without thereby being inventive, 
in order to produce a circuit of this type, in which 
said component is necessary. 

It is known that processors are also used in DRAM 
circuits. It is further known that these processors 
are integrated with DRAM memory cells. 

For example, document D4 explicitly describes the 
integration of DRAM memory cells and processors in 
SOI technology (see D4, figures 37 to 42; column 33, 
lines 4-62; column 34, line 60 to column 35, 
line 40) . Furthermore, for example, document D5 
explicitly describes the integration of a memory 
cell with processors (see D5 : figures 31 and 32; 
column 34, line 63 to column 35, line 12). If 
a person skilled in the art wished to integrate 
processors in a method or an arrangement as per Dl, 
it would be straightforward to apply the known 
option of integrating memory cells and processors 

' i 
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(for example, see documents D4 and D5) to like 
effect to the subject matter of Dl. 

In this way, a person skilled in the art would 
arrive at a method or an arrangement as per claims 1 
and 11, respectively, without thereby being 
inventive • 



The subject matter of independent claims 1 and 11 is 
therefore not inventive (PCT Article 33(3)). 

4. Dependent claims 2-10 and 12-15 contain no features 
which, combined with the features of any claim to 
which they refer, meet the PCT requirements for 
inventive step. 

4.1 The subject matter of dependent device claims 2-10 
is already known from Dl (see Dl : figure 2(f), 
reference signs Ig and 81; column 1, line 59) . 
The subject matter of device claims 2-10 is 
therefore not inventive (PCT Article 33(3)). 

4.2 The subject matter of dependent method claims 13 

and 15 is already known from Dl (see Dl : figure 2(e), 
reference signs lb and Ic; figure 2(h), reference 
signs 80a and 80b; column 13, lines 15-17). 
The STibject matter of method claims 13 and 15 
therefore lacks novelty (PCT Article 33(3)). 



4.3 Those features of dependent method claims 12 and 14 
which are not mentioned in document Dl - namely the 
application of an auxiliary layer prior to 
configuration and also the use of selective epitaxy 
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are well known in the prior art, being routine 
procedures that a person skilled in the art would 
also use to like effect in document Dl, without 
thereby being inventive. For example, the 
application of an auxiliary layer is already known 
from document D2 (see D2 : figure la, reference 
signs 16, 18 and 20; column 5, lines 45-65) and the 
use of selective epitaxy is already known from 
document D3 (see D3 : figure 8, reference signs 23 
and 24; column 6, lines 7-42) . The subject laatter 
of method claims 12 and 14 Is therefore not 
inventive (PCT Article 33(3)). 



5. Claims 1-15 all satisfy the requirements of PCT 
Article 33(4) in respect of industrial 
appl iG€Q>i 1 i ty • 
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